
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2003－17262
(P2003－17262A)

(43)公開日 平成15年1月17日(2003.1.17)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �H�0�5�B 33/10    

   � � � �  33/14    

   � � � �  33/22    

   �H�0�5�B 33/10    

   � � � �  33/14    A

   � � � �  33/22    Z

�3�K�0�0�7

審査請求 未請求 請求項の数 4ＯＬ（全 6 数）

(21)出願番号 特願2001－203105(P2001－203105)

(22)出願日 平成13年7月4日(2001.7.4)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 新 井 浩 次

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号  大

日本印刷株式会社内

(72)発明者 鶴 岡 美 秋

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号  大

日本印刷株式会社内

(74)代理人 100075812

弁理士 吉武 賢次 (外3名)

Ｆターム（参考） 3K007 AB08 AB11 AB18 BA06 CA01

CB01 DA01 DB03 EB00 FA01

(54)【発明の名称】 絶縁材料によってＥＬ層の成膜欠陥が被覆されたＥＬ素子とその製造方法

(57)【要約】
【課題】  ＥＬ層の成膜欠陥による不均一発光、誘電破
壊等を防止したＥＬ素子およびその製造方法を提供す
る。
【解決手段】  基体と、前記基体上に形成された第１電
極と、前記第１電極上に形成されたＥＬ層と、前記ＥＬ
層上に形成された第２電極から少なくともなるＥＬ素子
であって、前記ＥＬ層に存在する成膜欠陥部が、絶縁性
の電着樹脂層で選択的に被覆される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】基体と、前記基体上に形成された第１電極
と、前記第１電極上に形成されたＥＬ層と、前記ＥＬ層
上に形成された第２電極から少なくともなるＥＬ素子で
あって、前記ＥＬ層に存在する成膜欠陥部が、絶縁性の
電着樹脂層で選択的に被覆されていることを特徴とす
る、ＥＬ素子。
【請求項２】前記絶縁性の電着樹脂層が、ポリイミド系
樹脂を含む層である、請求項１に記載のＥＬ素子。
【請求項３】請求項１に記載のＥＬ素子の製造方法であ
って、
基体上に第１電極を形成する工程と、
前記第１電極上にＥＬ層を形成する工程と、
前記ＥＬ層を電着液に浸漬し、前記第１電極に電圧を印
加することにより、絶縁性の電着樹脂層を前記ＥＬ層に
存在する成膜欠陥部に選択的に被覆形成する工程と、
前記電着樹脂層が選択的に形成されたＥＬ層上に第２電
極を形成する工程、とから少なくともなる、ＥＬ素子の
製造方法。
【請求項４】前記電着液が、ポリイミドを変成したイオ
ン性基を含有する樹脂、溶剤、水、およびイオン性化合
物を含むものである、請求項３に記載のＥＬ素子の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁材料によって
ＥＬ層の成膜欠陥が被覆されたＥＬ素子とその製造方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】ＥＬ素子は自発光の面状表示素子として
の使用が注目されている。その中でも、有機物質を発光
材料として用いた有機薄膜ＥＬディスプレイは、印加電
圧が１０Ｖ弱であっても高輝度な発光が実現するなど発
光効率が高く、単純な素子構造で発光が可能で、特定の
パターンを発光表示させる広告その他低価格の簡易表示
用ディスプレイへの応用が期待されている。
【０００３】このようなＥＬ素子の製造においては、通
常、電極上にＥＬ層を形成する工程が含まれる。このＥ
Ｌ層の形成において低分子ＥＬ材料を用いて真空蒸着な
どによる乾式成膜を行う場合は、基体もしくはチャンバ
ー内の異物汚染により、成膜欠陥が発生することがあ
る。また、高分子ＥＬ材料を用いてスピンコートやイン
クジェット法などによる湿式成膜を行う場合も、基体や
溶液の異物による汚染により同様に成膜欠陥が発生する
ことがある。このようなピンホール欠陥等の成膜欠陥が
発生すると、ＥＬ層が部分的に欠落して電極が剥き出し
になったり、少なくともＥＬ層の膜厚が不均一になって
しまう。このような場合には、通常欠陥部分からリーク
電流が生じ、その結果、ＥＬ素子の不均一発光、熱的劣
化ならびに絶縁破壊等を誘発することとなる。そのた
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め、このような成膜欠陥を防止する技術開発が進められ
ているが、それにもかかわらず、ＥＬ層の欠陥を完全に
防止することはできておらず、依然としてＥＬ素子の不
均一発光、熱的劣化ならびに絶縁破壊等が生じ、歩留ま
りの低下や信頼性の低下が生じている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ＥＬ
層の成膜欠陥による不均一発光、熱的劣化、絶縁破壊等
を防止して、歩留まり、信頼性の高いＥＬ素子およびそ
の製造方法を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明者らは、ＥＬ層の
成膜欠陥の発生自体を防止しなくても、発生した成膜の
欠陥部分を簡易な方法で選択的に被覆することにより上
記課題を解決できることを見出し本発明を完成させた。
【０００６】したがって本発明のＥＬ素子は、基体と、
前記基体上に形成された第１電極と、前記第１電極上に
形成されたＥＬ層と、前記ＥＬ層上に形成された第２電
極から少なくともなるＥＬ素子であって、前記ＥＬ層に
存在する成膜欠陥部が、絶縁性の電着樹脂層で選択的に
被覆されていることを特徴とするものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】成膜欠陥が被覆されたＥＬ素子
図１は本発明の成膜欠陥が被覆されたＥＬ素子の一例を
示す断面図である。このＥＬ素子では、基体１上に第１
電極２が形成され、さらにその上にＥＬ層３が、このＥ
Ｌ層３の欠陥部には絶縁性が比較的高い電着樹脂層４
が、さらにその上には第２電極５が設けられている。こ
の絶縁性の電着樹脂層４により、ＥＬ層の成膜欠陥部分
の導電性が、成膜欠陥以外の部分と同様かそれ以下とな
り、ＥＬ層に十分な電流が流れるため、ＥＬ素子の不均
一発光、誘電破壊等を防止することができる。
【０００８】絶縁性の電着樹脂層による被覆
（被覆方法）本発明において、ＥＬ層の欠陥部を被覆し
て補修する材料は、簡便な補修、成膜欠陥部への選択的
形成などの点から、絶縁性の高い電着法によって形成さ
れた樹脂材料（本明細書において電着樹脂と呼ぶ）とす
る。
【０００９】絶縁性の樹脂層を電着法を用いて形成する
ことにより、導電性の高いＥＬ層の欠陥部分には電流が
多く流れるため、絶縁性の樹脂層を厚く形成でき、導電
性の低いＥＬ層の欠陥がない部分への絶縁性の樹脂層の
形成を防ぐあるいは最小限とすることができる。
【００１０】（電着樹脂層の選択的被覆）本発明におけ
る、成膜欠陥部の選択的被覆とは、成膜欠陥部のみが被
覆されている場合に限らず、成膜欠陥部以外に被覆され
ている部分があったとしても、成膜欠陥部が他の部分よ
りも厚く被覆されているものであればよい。例えば、得
られる結果から表現すれば、ＥＬ層の成膜欠陥部の導電
性の高さを低下でき、かつ著しくＥＬ素子の発光特性を
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低下させることなしにＥＬ素子の定電圧駆動時における
電流値の安定化などの駆動信頼性が向上が得られる程度
の膜厚ならば、成膜欠陥部以外に被覆されている部分が
あっても選択的被覆がなされているといえる。具体的に
は、成膜欠陥部以外の被覆があったとしても、その厚さ
は通常約１００ｎｍ以下である。
【００１１】（電着樹脂層の具体例）本発明の好適態様
にあっては、耐熱性、絶縁性に優れた樹脂であるポリイ
ミド系樹脂により電着樹脂層を形成することができる。
この電着樹脂層の形成に用いる電着液は、例えば、ポリ
イミドをベースとしてイオン性基を含有する官能基を分
子中に導入したものに、溶剤、水、イオン性化合物（例
えば、アニオン性合成樹脂、カチオン性合成樹脂を含む
広義のもの、アミノ基、スルホン基を有するものが好ま
しい）を添加することにより調製することができる。
【００１２】このようなポリイミドの電着液としては、
例えば特公昭５１－１５０６１号公報に記載されている
ものを用いることができる。この公報には、主鎖中ある
いは主鎖の末端にカルボキシル基を有し繰り返し単位中
にイミド結合を有するポリイミドに、アンモニア、アミ
ンあるいはその他の塩基を作用させて一部を開環させ、
繰り返し単位中のイミド結合をアミドカルボン酸のアン
モニウム塩、アミン塩にし、界面活性剤を含む水溶液中
で強制攪拌して分散させて得られる電着液が記載されて
いる。また、特公昭４６－１７４１５号公報に記載され
ている、芳香族テトラカルボン酸と芳香族ジアミン成分
とを、フェノール系溶媒中で加熱反応させて得られるイ
ミド化率の高い溶剤可溶型ポリイミド樹脂も用いること
ができる。さらに、これらの公知の方法を組み合わせ、
芳香族テトラカルボン酸と芳香族ジアミン成分とを仕込
み合成して得られる、ポリイミド結合とポリアミック酸
結合を有するカルボン酸含有のポリイミドも用いること
もできる。
【００１３】また、他のポリイミドの電着液の例とし
て、例えば芳香族テトラカルボン酸と芳香族ジアミン成
分の他にカルボン酸含有のモノマーをあらかじめ合成時
に仕込み、最終的にポリイミド結合、ポリアミック酸結
合、カルボン酸官能基を含むポリイミドワニスを作製
し、このワニスにアミン等の塩基を添加し、イミド結合
の一部を更に開環させ、中和塩を形成し、水と必要によ
り各種溶剤を添加することにより得られるポリイミドの
電着液が挙げられる。この場合好ましくは、ポリイミド
の前駆体でなく、ポリイミドとすることにより、電着液
の保存安定性を増すことができる。
【００１４】さらに、他のポリイミド電着液としては、
芳香族テトラカルボン酸ジ無水物と芳香族ジアミンをほ
ぼ等量用い、Ｎ－メチル２ピロリドンなどの有機極性溶
媒中で加熱、重縮合し、必要に応じて触媒を添加して、
１４０～２００℃に加熱し、縮合により生じた水を系外
に除去し、電着するために導入する官能基、イオン性基
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としてカルボン酸基（ジアミノ安息香酸）を導入し、得
られた極性溶媒中に溶解したカルボン酸基を有する電着
用ポリイミドを、塩基性化合物（トリエチルアミン、ト
リエタノールアミン、メチルモルホリンなど）で中和
し、適当な溶剤、水を添加して得られる電着液が挙げら
れる。
【００１５】電着液に用いる溶剤としては、様々なもの
を用いることができるが、水洗時の安定性を考慮すると
比較的親油性の材料が用いることが好ましく、それによ
って適度な電着後のフロー性を調整できる。また、電着
液に用いるイオン性化合物としては、アミノ基スルホン
基を含有する化合物が好ましい。ポリイミド樹脂を乳化
し、分散する方法としては、均一に攪拌できるものであ
れば特に限定されず、例えば超音波分散機なども使用で
きる。
【００１６】また、本発明においては、電着樹脂層の形
成にあたり、上記ポリイミド系樹脂以外の樹脂を用いる
こともでき、例えば絶縁性を有するアニオン性、または
カチオン性の合成高分子樹脂からなる電着性、絶縁性を
有する樹脂を使用することもできる。具体的には、アニ
オン性合成高分子樹脂として、アクリル樹脂、ポリエス
テル樹脂、マレイン化油樹脂、ポリブタジエン樹脂、エ
ポキシ樹脂等を、単独で、あるいは任意の組み合わせで
混合して使用できる。さらに、上記のアニオン性合成高
分子樹脂とメラミン樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹
脂等の架橋性樹脂とを併用してもよい。一方、カチオン
性合成高分子樹脂として、アクリル樹脂、エポキシ樹
脂、ウレタン樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリアミド樹
脂、ポリイミド樹脂等を単独で、あるいは、これらの任
意の組み合わせによる混合物として使用できる。さら
に、上記のカチオン性合成高分子樹脂とポリエステル樹
脂、ウレタン樹脂等の架橋性樹脂とを併用してもよい。
【００１７】上記の電着性、絶縁性を有する樹脂には、
絶縁性、耐熱性等の信頼性を高める目的で、ブロックイ
ソシアネート等の熱重合性不飽和結合を有する公知の熱
硬化性樹脂を添加することができる。さらに、重合性不
飽和結合（例えば、アクリル基、ビニル基、アリル基
等）を有する樹脂を電着性絶縁物質に添加して、電子線
照射によってすべての樹脂層を硬化させることができ
る。
【００１８】電着液に用いる溶剤や電着液の調製法は、
ポリイミド系の電着液と同様とすることができる。
【００１９】基体
本発明においては、電極やＥＬ層をその上に設ける基体
を用いる。この基体は、所望により透明材料からなるこ
とができるが、半透明や不透明材料であってもよい。本
発明のＥＬ素子においては、基体は第１電極そのもので
あってもよいが、通常は強度を保持する基体の表面に、
第１電極が直接または中間層を介して設けられる。
【００２０】第１電極および第２電極
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本発明のＥＬ素子に用いられる第１電極および第２電極
は、ＥＬ素子において電極として作用するものであれば
特に限定されない。好ましくは電極は陽極と陰極からな
るが、いずれが陽極、陰極であってもよい。好ましくは
陽極と陰極のどちらか一方が、透明または半透明であ
り、陽極としては、正孔が注入し易いように仕事関数の
大きい導電性材料が好ましく、逆に陰極としては、電子
が注入し易いように仕事関数の小さい導電性材料が好ま
しい。また、電極材料として複数の材料を混合させても
よい。いずれの電極も、抵抗はできるだけ小さいものが
好ましく、一般には、金属材料が用いられるが、有機物
あるいは無機化合物を用いてもよい。
【００２１】具体的に好ましい材料は、インジウム－鉛
酸化物（ＩＴＯ）、酸化インジウム、インジウム－亜鉛
酸化合物等の金属酸化物、ポリアニリン、ポリエチレン
ジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）、金、マグネシウム
合金（ＭｇＡｇ他）、アルミニウム合金（ＡｌＬｉ、Ａ
ｌＣａ、ＡｌＭｇ他）、金属カルシウムなどの他、１種
または複数金属の合金さらには等の導電性高分子が挙げ
られる。
【００２２】ＥＬ層
本発明のＥＬ素子に設けられるＥＬ層は、エレクトロル
ミネッセンスを起こすものであれば限定されない。ま
た、ＥＬ層は第１電極と第２電極の間に設けられるが、
第１電極または第２電極に直接設けられたものであって
も、必要に応じ第１電極とＥＬ層との間または第２電極
とＥＬ層との間に光触媒含有層などの他の層を介在させ
たものであってもよい。
【００２３】本発明のＥＬ層はさらに、その構成要素と
して、必須の層として発光層、任意の層として、発光層
に正孔を輸送する正孔輸送層、電子を輸送する電子輸送
層（これらはまとめて、電荷輸送層とよぶことがあ
る）、発光層または正孔輸送層に正孔を注入する正孔注
入層、発光層または電子輸送層に電子を注入する電子注
入層（これらはまとめて、電荷注入層とよぶことがあ
る）を設けることができる。
【００２４】これらＥＬ層を構成する材料としては例え
ば以下のものが挙げられる。
【００２５】（発光層）
＜色素系＞シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニル
ブタジエン誘導体、トリフェニルアミン誘導体、オキサ
ジアゾール誘導体、ピラゾロキノリン誘導体、ジスチリ
ルベンゼン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、シロ
ール誘導体、チオフェン環化合物、ピリジン環化合物、
ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘
導体、トリフマニルアミン誘導体、オキサジアゾールダ
イマー、ビラゾリンダイマー
＜金属錯体系＞アルミキノリノール錯体、ベンゾキノリ
ノールベリリウム錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、
ベンゾチアゾール亜鉛錯体、アゾメチル亜鉛錯体、ポル
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フィリン亜鉛錯体、ユーロビウム錯体、等、中心金属に
Ａｌ、Ｚｎ、Ｂｅ等または、Ｔｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土
類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾ
ール、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾー
ル、キノリン構造等を有する金属錯体
＜高分子系＞ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリ
チオフェン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリシ
ラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリビニルカルバ
ゾール等、ポリフルオレン誘導体
（ドーピング材料）ペリレン誘導体、クマリン誘導体、
ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スクアリウム誘
導体、ポルフィリン誘導体、スチリル系色素、テトラセ
ン誘導体、ピラゾリン誘導体、デカシクレン、フェノキ
サゾン
（正孔注入層（陽極バッファー材料））フェニルアミン
系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸
化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化
アルミニウム等の酸化物、アモルファスカーボン、ポリ
アニリン、ポリチオフェン誘導体
（電子注入層（陰極バッファー材料））アルミリチウ
ム、フッ化リチウム、ストロンチウム、酸化マグネシウ
ム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロンチウム、フッ
化カルシウム、フッ化バリウム、酸化アルミニウム、酸
化ストロンチウム、カルシウム、ポリメチルメタクリレ
ート、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
（正孔輸送層）トリフェニルアミン類、ビス類、ピラゾ
リン誘導体、スチルベン化合物、オキサジアゾール誘導
体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体に代表
される複素環化合物、ポリマー系として単量体を側鎖に
有するポリカーボネート、スチレン誘導体、ポリビニル
カルバゾール、ポリチオフェン、ポリシラン
（電子輸送層）オキサジアゾール類、アルミニウムキノ
リノール錯体等、一般的に安定なラジカルアニオンを形
成し、イオン化ポテンシャルの大きい物質である、１，
３，４－オキサジアゾール誘導体、１，２，４－トリア
ゾール誘導体
（ＥＬ層内の隔壁層材料）ＥＬ層には隔壁を設けること
もでき、この隔壁は、異なる色を発光するＥＬ層を組み
合わせるときに特に有用である。このような材料として
は、感光性ポリイミド樹脂、アクリル系樹脂、他、光硬
化型樹脂、熱硬化型樹脂、撥水性樹脂などが挙げられ
る。
【００２６】製造手順
本発明のＥＬ素子の製造方法は、例えば、基体上に第１
電極を形成する工程と、前記第１電極上にＥＬ層を形成
する工程と、前記ＥＬ層を電着液に浸漬し、前記第１電
極に電圧を印加することにより、絶縁性の電着樹脂層を
形成する工程と、前記ＥＬ層上に第２電極を形成する工
程とを含む方法であることができる。
【００２７】
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7
【実施例】電着液の調製
窒素気流下、３，４，３’，４’－ベンゾフェノンテト
ラカルボン酸ジ無水物６４．４５ｇ（０．２モル）、ビ
ス｛４－（３－アミノフェノキシ）フェニル｝スルホン
４３．２５（０．１モル）、３，４，３’，４’－ビフ
ェニルテトラカルボン酸ジ無水物２９．４２ｇ（０．１
モル）、４，４－ジアミノトルエン１２．２ｇ（０．１
モル）、３，５－ジアミノ安息香酸１５．２ｇ（０．１
モル）、バレロラクトン１．５ｇ（０．０１５モル）、
ピリジン２．４ｇ（０．０３モル）をＮ－メチルピロリ
ジノン８００ｇとトルエン１００ｇに溶解させ、２００
℃で１０時間撹拌した。コンデンサーを用いてトルエン
および縮合水を留去することによりポリイミド溶液とし
た。上記固形分２０％のポリイミド溶液１００ｇに、Ｎ
－メチルビロリジノン３００ｇ、フェノキシエタノール
５０ｇ、アニソール５０ｇを加え撹拌した。これに中和
剤としてトリエタノールアミン２ｇを添加し十分に撹拌
した。ついでこれに水５０ｇを加え、一昼夜撹拌したも
のを電着液とした。
【００２８】ＥＬ層形成液の調製
合成したポリフルオレン誘導体１重量部をキシレン６
６．７重量部に溶解しＥＬ層形成液を調製した。
【００２９】ポリフルオレン誘導体は以下の方法で合成
した。
【００３０】乾燥窒素気流下、フルオレン５．０ｇ（３
０ｍｍｏｌ）を乾燥テトラヒドロフランに溶解し、－７
８℃でこれに１．６Ｍノルマルブチルリチウムヘキサン
溶液２２ｍｌ（３５ｍｍｏｌ）を滴下後、－７８℃で１
時間攪拌した。続いてこれにノルマルヘキシルブロミド
４．９ ｍｌ（３５ｍｍｏｌ）を滴下し、－７８℃で１
時間、さらに室温で１時間攪拌した。続いて同様に－７
８℃でこれに１．６Ｍノルマルブチルリチウムヘキサン
溶液２２ｍｌ（３５ｍｍｏｌ）を滴下後、－７８℃で１
時間攪拌した。続いてこれにノルマルヘキシルブロミド
４．９ｍｌ（３５ｍｍｏｌ）を滴下し、－７８℃で１時
間、さらに室温で１時間攪拌した。氷零下で水を滴下
後、酢酸エチルで抽出し、硫酸マグネシウムでの脱水乾
燥後、溶媒を留去した。これをヘキサンを用いて再結晶
することにより９，９－ジヘキシルフルオレン９．５ｇ
（９５％）を得た。
【００３１】９，９－ジヘキシルフルオレン２．０ｇ
（６．０ｍｍｏｌ）、塩化鉄（III）０．０２ｇ（０．
１２ｍｍｏｌ）をクロロホルム９ｍｌに溶解させ、遮光
下０℃で攪拌したものにクロロホルム３ｍｌに溶解させ
た臭素１．２ｇを滴下した。これを室温で１８時間攪拌
後、チオ硫酸ナトリウム水溶液で洗浄し、硫酸マグネシ
ウムで脱水乾燥後溶媒を留去した。残存物をカラムクロ
マトグラフィー（溶離液：ヘキサン）で分離精製するこ
とにより、２，７－ジブロモ－９，９－ジヘキシルフル
オレン２．４ｇ（９２％）を得た。
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【００３２】乾燥窒素気流下、２，７－ジブロモ－９，
９－ジヘキシルフルオレン２．０ｇ（４．０ｍｍｏｌ）
を乾燥テトラヒドロフラン４０ｍｌに溶解させ、氷冷下
でこれに１．６Ｍノルマルブチルリチウムヘキサン溶液
５．３ｍｌ（８．４ｍｍｏｌ）を滴下後、０℃で１時間
攪拌した。続いてこれに２－イソプロポキシ－４，４，
５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボラン
２．０ｍｌ（１０ｍｍｏｌ、）を滴下し、０℃で１時
間、さらに室温で１２時間攪拌した。氷冷下で水を滴下
後、ジエチルエーテルで抽出し、硫酸マグネシウムで脱
水乾燥後溶媒を留去した。残存物をエタノールで洗浄
後、エタノール／ヘキサン混合溶液で再結晶することに
より２，７－ビス（４，４，５，５－テトラメチル－
１，３，２－ジオキサボラン－２－イル）－９，９－ジ
ヘキシルフルオレン１．４ｇ（６０％）を得た。
【００３３】乾燥窒素気流下、２，７－ビス（４，４，
５，５－テトラメチル－１，３，２－ジオキサボラン－
２－イル）－９，９－ジヘキシルフルオレン０．５３ｇ
と２，７－ジブロモ－９，９－ジヘキシルフルオレン
０．４５ｇ、テトラキス（トリスフェニルフォスフィ
ン）パラジウム０．０２ｇを乾燥トルエン１８ｍｌに溶
解させ、これに２Ｍ炭酸ナトリウム水溶液２７ｍｌを加
えた後、１００℃で４８時間加熱攪拌した。冷却後これ
をメタノールに注ぎ、固形分を希薄塩酸水溶液で洗浄し
た後、アセトンを溶媒としてソックスレー還流器で溶解
成分を除去し不溶部を分離した。これをクロロホルムに
溶解し、メタノールを用いて再沈殿を行うことにより、
目的とするポリフルオレン誘導体を得た。
【００３４】ＥＬ層の形成
中央に１２ｍｍ幅の帯状にパターニングされたＩＴＯガ
ラス基板（第１電極および基体に相当）を洗浄し、さら
に表面処理を施し、乾燥雰囲気下でＥＬ層形成液をスピ
ンコーターにより塗布し、９０℃で３０分間乾燥させる
ことにより、厚さ１００ｎｍのＥＬ層を形成した。
【００３５】絶縁性樹脂層の形成
調製された電着液中で、温度２５℃、極間距離４ｃｍの
条件で、１５０Ｖの電圧を印加し２、４、６、８、１
０、１２秒間電着を行うことにより、それぞれウェット
膜厚０．５、１．２、１．５、２．２、２．８、３．２
μｍの絶縁層を形成した。これをクリーンオーブン中で
９０℃で３時間減圧乾燥して、絶縁性樹脂層を得た。
【００３６】第２電極の形成
続いて、ＩＴＯのパターンと直交するように第２電極
（上部電極）として、ＬｉＦ０．５ｎｍ、アルミニウム
１５０ｎｍをマスク蒸着した。ＩＴＯ電極（第１電極）
および上部Ａｌ電極（第２電極）をアドレス電極として
駆動させることにより発光が得られた。
【００３７】作製したＥＬ素子に直流電圧を印加したと
ころ、図２に示すような電圧－電流特性が得られた。
【００３８】図２のグラフにおいて、印加電圧３Ｖから
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８Ｖ付近で観測された電流値の乱れは、明らかに電着時
間を長くしたＥＬ素子ほど減少していた。一方、恐らく
膜欠陥部以外にも電着樹脂層が形成されているためであ
ると思われるが、電着時間を長くしたＥＬ素子ほど全電
圧領域において幾分か電流値が減少している。この電流
値の減少は、成膜欠陥の修復による効果と比較すれば、
小さなものと評価できる。
【００３９】
【発明の効果】本発明によって、ＥＬ層の成膜欠陥によ
る不均一発光、誘電破壊等を防止したＥＬ素子およびそ
の製造方法を提供することができる。特に本発明は、Ｅ
Ｌ層に発生した成膜の欠陥部分を選択的に簡易な方法で
被覆、補修したＥＬ素子およびその製造方法が提供でき
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る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の成膜欠陥が被覆されたＥＬ素子の一例
を示す断面図である。
【図２】実施例における電圧－電流特性のグラフであ
る。
【符号の説明】
１  基体
２  第１電極
３  ＥＬ層
４  電着樹脂層
５  第２電極

【図１】 【図２】
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